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SMYH2 vergleichstyp: MEM517

Si-MOS-Feldeffekttransistor vom p-Kanal-Anreicherungstyp (selbstsperrend) fir digitale Anwendungen im DIL-Plastgehause
der Bauform G4 (DIL4) nach TGL 11811.
Der Transistor hat eine integrierte Gateschutzdiode, der Substratanschlufi ist getrennt herausgefuhrt.
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Grenzwerte (gultig fiir den Betriebsumgebungstemperaturbereich)

Kennwert max. Wert bzw. Bereich Mef3bedingungen
Drain-Source-Spannung Ubs -31...+0,3V

Gate-Source-Spannung UGS -31...+0,3V

Drain-Gate-Spannung UDG -31...+31V

Source-Bulk-Spannung UsB -15...+0,3V

Gate-Bulk-Spannung UGB -31...+0,3V

Drain-Bulk-Spannung UDB -31...+0,3V

Drainstrom -ID 60 mA

Flufstrom der Gateschutzdiode IGS 0,1 mA

Impulsflufdstrom der Gateschutzdiode IGSM 2 mA tp:T=1:10, tpmax=1 ps
Zulassige Gesamtverlustleistung Ptot 300 mW 0a=25°C
Betriebsumgebungstemperaturbereich Oa -25...+85 °C
Lagerungstemperaturbereich og -40...+125°C

Informationskennwerte bei 0a=25°C

Drainstrom -ID (?) mA -Ubs=-Ugs=10V
Steilheit Y21 12,5 mA/V -Ubs=UGs =10V, f=1 kHz
Drain-Source-Widerstand RDS (?) -Ucs =20V, -Ip = 100 pA




